Circuitos integrados sdo componentes eletronicos complexos, de dimensdes microscopicas. Por isso, apesar de seus modelos
ideais serem bastante conhecidos, sua resposta as interferéncias do meio extermo ¢ dificil de ser determinada, seja pelo carater
probabilistico dos fendmenos, seja pelo grande numero de fendmenos que ocorrem simultaneamente.

Um dos processos aos quais estdo sujeitos estes circuitos ¢ a ionizagdo por radiacdo; ocorréncia comum principalmente em
circuitos que ficam expostos no espago, como satélites, por exemplo. Esta pesquisa busca utilizar ferramentas computacionais
para simular um destes fendmenos, o efeito de radiacdo — mais precisamente, o Efeito de Dose Total (Total Dose Effect) — em
circuitos transistorizados fabricados com a tecnologia MOS.

Nestes estagios iniciais, buscou-se principalmente a capacitacdo para o uso da ferramenta HSPICE, propria para a simulagio
de circuitos integrados, a familiarizagdo com o funcionamento dos transistores MOS e de alguns efeitos da radiacdo sobre eles
e a simulagdo de alguns circuitos transistorizados — como portas logicas, células de memoria e amplificadores — na ferramenta
HSPICE, utilizando a técnica Monte Carlo, permitindo realizar multiplas simula¢des com diferentes parametros, selecionados
randomicamente em uma distribui¢do de valores previamente definidos.



